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 近年、我々の研究室で世界初のダイヤモンドを用いた反転層 MOSFET の実現が報告された[1]。
しかしダイヤモンドは機械的・化学的に安定であるため加工が困難であり、デバイス作製プロセ
スについては未だに多くの課題が残っている。その課題の一つに、低抵抗な埋め込み層を実現す
る手法が確立していないという問題がある。これは、ダイヤモンドが機械的・化学的に安定であ
るためにイオン注入や部分エッチングのプロセスが確立していないという問題に起因する。その
ため、現在はメタルマスクを用いた選択成長で p+層を作製し MOSFET の構造を作製しているが、
この方法では埋め込み層の形成が困難であるという問題を抱えている。 
 そこで、イオン注入やエッチングを用いることなく MOSFET の埋め込み層を作製するために、
本研究では、選択成長の後にチャネルとなる n 層の追成長を行うことで埋め込み層を作製した。
この手法のメリットは、n 層と p+層上に堆積するときで成長開始までのインキュベーションタイ
ムが異なるという現象を利用することによって、p+島以外の領域にのみ n 層を追成長できること
である。まず、従来通り n 層の成膜、p+層の選択成長を行った後で、n 層の追成長を行った。その
後 MOSFET を作製し、電気特性を評価、比較した。構造の断面模式図を Fig.1 に示す。 
 追成長前後の ID-VG及び µFE-VGを比較すると、電流密度 IDはプロセス追加前と比べて約 10 倍、
電界効果移動度 µFEは約 4 倍になり、性能が向上した。(Fig.2) 
 

 
Fig.1 Schematic cross-sectional structure of 

additional growth 
 

 

 
Fig.2   Electrical properties of diamond inversion-

type MOSFET before and after additional 
growth. 
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